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Il sottoscritto: Cuscuna Massimo
Luogo e data di nascita: Roma, 14/10/1977

Residente: Via Imperatcre Adriano 22, 73100 Lecce {LE) (ltalia)
Cellulare; 3477063665

e-mail: massimo.cuscuna@nano.cnr.it

consapevole della responsabilita penale prevista, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

che quanto sotto riportate corrisponde al vero

11/2002-01/2006 Dottorato di Ricerca in Fisica {XVIll ciclo), conseguito presso luniversitd degli studi “Roma

TRE" (Roma) il 30/01/2006 e svolto presso l'istituto di Fotonica e Nanotecnologie (IFN) del CNR di
Roma.

Titolo _della tesi: “Realizzazione ed analisi di transistor a film sottile a canale n e p a silicio
policristallino”. La tesi ha riguardato la realizzazione e caratterizzazione di transistor a film sottile
(TFT) a canale n e p in silicio policristallino, in particolare & stata analizzata la stabilith elettrica

dei dispositivi fabbricati

Laurea in Fisica, indirizzo Fisica dei Materiali e Applicata, conseguita presso I'Universita degli
Studi “Roma TRE” (Roma) il 27/03/2002 con votazione 110/110 e Lode.

Titolo della tesi; “Realizzazione ed analisi di transistor a film softtile con struttura a doppio canale”.
La tesi & stata svolta presso [listitute di Fotonica e Nanotecnologie (IFN) del CNR di Roma
neli'ambito della progettazione e fabbricazione di transistor a film sottile (TFT) con architettura a

doppio canale in silicio policristallino a canale n

Diploma di perito elettrotecnico conseguitc presso listituto tecnico industriale M. Faraday
(Roma) con votazione 55/60
Flexidis Training Workshop Flexible Displays, 23-24 Febbraio (2006}, Stoccarda (Germania)

Buona conoscenza dellinglese scritto e parlato
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3006 CISCO Certified Network Associate - CCNA (protocollo di telecomunicazioni TCP/IP e
configurazione dei dispostivi di rete, quali router e switch)

2005 Ho frequentato un corso di formazione promosso dall’Accademia CISCO IPSIA Carlo Cattaneo
¥ relativo all'acquisizione di competenze nell'ambito delf'internetworking
2403 He frequentato un corso di formazione promosso dalla MANPOWER relativo all'acquisizione di

competenze nell'lambito della programmazione C, SQL, ORACLE, Java

Internetworking:

1) Buona conoscenza del protocolio di telecomunicazioni TCP/IP e della configurazione dei
dispostivi di rete quali router e switch CiSCO

s 2) Buona conoscenza del Network Management e dei sistemi di sicurezza della rete
. + Sistemi operativi: Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Unix (Linux})

« Linguaggi di Programmazione:

Fi
1) conoscenzadel C
g 2) conoscenza di Java: programmazicne OO, multithread, jdbc, programmazione di rete
' (TCP) - utilizzo di SSL, RMI programmazione web (Jsp, Applet)
3) LabVIEW
Oy + DataBase Relazionali:

1) SQL standard
2) PLU/SQL (O0)

3) ORACLE (Implementazione e gestione della sicurezza), Backup e Restore del
DataBase (utilizzo delle funzioni imp ad exp)

¥ s Software Applicativi Microsoft Office (Excel, Power-Point, Word), Corel-Draw, Adobe
Photoshop, Dessis, Mathematica, Origin, TFCalc

e Conoscenza di Internet e dei programmi di gestione di posta elettronica

‘Z Risultato idoneo al concorso pubblico CNR del 29/01/2007 (bando n® 364.13) per titoli ed esami
per assunzione con contratto a tempo indeterminato di novantotto unita di personale - terzo livelio
professionale - ricercatore, nelle due seguenti posizioni:

1) Istituto di Fotonica e Nanotecnologie (IFN) di Roma Rif. RM36/M1
= Tematica di lavoro: Fisica dello stato solido applicata alla microelettronica, alla fotonica o alle

Nanoscienze
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2) Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) di Bologna Rif. BOS7TM

Tematica di lavoro: Tecnologie di fabbricazione di dispositivi e microsistemi in silicio

Risultato idoneo al concorso pubblico CNR del 22/12/2009 {bando n° 364.94) per titoli ed esami
per I'assunzione con contratto a tempo indeterminato di trentasei unita di personale - terzo livello
professionale - ricercatore, nella seguente posizione:

1)} Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) di Bologna Rif. BO57/1

Tematica di lavoro: Dispositivi microelettronici e micromeccanici

Tecnologo a tempo indeterminato presso l'isituto di Nanoscienze (NANO) del CNR. Vincitore del
bando pubblico n® 364.114 per titoli ed esami per 'assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato di trenta unita di personale profilo TECNOLOGO Il livello professionale

Rinnovo del contratte di lavoro a tempo determinato presso listituto per la Microelettronica e
Microsistemi {IMM) del CNR, inerente allo “Sviluppo di elettronica su substrati plastic’” nell'ambito
de! progetto di ricerca “PLAST_IC* finanziato dail'STMicroelectronics

Rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato presso listituto per la Microelettronica e
Microsistemi {IMM) del CNR, inerente allo “Sviluppo di elettronica su substrati plastici® nel'ambito
del progetto di ricerca “PLAST_IC* finanziato dall'STMicroelectronics

Rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato presso listituto per la Microelettronica e
Microsistemi (IMM) del CNR, inerente allo “Sviluppo di elettronica su substrati plastici® nel'ambito
del progetto di ricerca “PLAST_IC" finanziato dall' STMicroelectronics

Rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato presso listituto per la Microelettronica e
Microsistemi (IMM) del CNR, inerente allo “Sviluppo di elettronica su substrati plastici” nellambito
del progetto di ricerca “PLAST_IC* finanziato dal’'STMicroelectronics

Vincitore del bando pubblico n® IMM/02/2007 relativo alfassegnazione di un contratto di lavoro a
tempo determinato presso Fistituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) del CNR, inerente
allo “Sviluppo di elettronica su substrati plastici” nellambito del progetto di ricerca “PLAST_IC*
finanziato dall' STMicroelectronics

Rinnove dell'assegno di ricerca presso listituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) del

CNR, inerente allo “Sviluppo di elettronica su substrati plastici” nell'ambito del progetto di ricerca
“PLAST_IC* finanziato dall'STMicroelectronics
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Rinnovo assegno di ricerca presso l'istituto di Fotonica e Nanotecnologie {IFN) del CNR, inerente
alla “Realizzazione e caratterizzazione di transistor a film sottile di silicio policristallino”, nell'ambito
del progetto di ricerca finanziato dafla Comunita Europea “FLEXIDIS*

Incarico di docenza per la scuola internazionale di fisica “Prototyping in the Micro and Nano Scale”
(ProMiNaS)

Vincitore del bando pubblico n° 126.247.AR14 relativo allassegnazione di un assegno di ricerca
presso listituto di Fotonica e Nanotecnologie (IFN) del CNR inerente alla “Realizzazione e
caratterizzazione di transistor a film sottile di silicio policristallino”, neifambito del progetto di
ricerca finanziato dalla Comunita Europea “FLEXIDIS®

Contratto a tempo determinato presso la MICRON Technology (Avezzano, AQ) con la mansione
di Process Engineer, nel’ambito della fabbricazione di memorie DRAM su una linea di produzione
di wafer in silicio da 8 pollici

Incarico professionale presso Fistituto di Fotonica e Nanotecnclogie (IFN) del CNR, inerente allo
sviluppo di un “Sensore di immagini bidimensionale con la tecnologia del silicio amorfo e
policristallino” nell'ambito del progetto di ricerca MADESS Il svolto in collaborazione con
Funiversita La sapienza di Roma

Contratto di docenza a tempo determinato presso l'istituto tecnico M. Faraday di Roma

Affidamento di incarico collaborazione studenti presso i laboratori didattici del Dipartimento di
Fisica “E. Amaldi®, Universita degli studi “ROMA TRE" (Roma)

Affidamento di incarico collaborazione studenti presso i laberatori didattici del Dipartimento di
Fisica “E. Amaldi”, Universita degli studi “ROMA TRE" (Roma)

Breve esperienza di 15 giorni, in aprile 2011, presso la linea italiana “GILDA” del sincrotrone di
Grenoble (Francia) per misure di extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) su campioni di

nanofili di silicio

1} Nomina di preposto di due clean room di micro/nano fabbricazione presenti alflstituto di
Nanoscienze sede di Lecce (Prot: 6261 del 13/12/2012, Prot: 248 del 20/01/2014)

2) Membro della commissione Inventaric del CNR (Prot: 2117 del 17/04/2014)

3) Membro della commissione valutazione acquisto di un impianto MOCVD (Prot: 820 del
13/02/2013)

4) Membro nella commissione relativa al bando N* NANO 008/2013 LE per il conferimento di
un contratto da Ricercatore ili livello presso F'UOS dell’lstituto Nanoscienze di Lecce (Prot:
4695 del 01/08/2013)

5) Membro nella commissione relativa al bando N> AR013/2013 LE per il conferimento di
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un assegno di ricerca presso 'UOS dell'lstituto Nanoscienze di Lecce (Prot: 3939 del
26/06/2013)

1) International Conference on Organic Electronics 2011, 22-24 June (2011), Rome ltaly
2) 5th Nanowire Growth Workshop NWG 2010, 4-5 November (2010), Rome (italy)
3) Eurodisplay 2009, 14-17 September {2009), Rome (ltaly)

4) International TFT Conference 2007, 25-26 January (2007}, Rome (italy)

5) The Spring Meeting of the SID Mid-Europe Chapter 2002, 21-22 March (2002), Rome (Italy}

2008-2012

L'obiettivo della mia attivita & quello di fabbricare e caratterizzare dispositivi optoelettronici
mediante tecniche di micro/nancfabbicazione avanzate. Mi occupo in particolare di dispositivi
plasmonici, fotonici e basati su metamateriali.

L'obiettivo della mia attivita & stato quello di fabbricare dispositivi elettronici avanzati mediante lo
sviluppo di materiali inorganici nanostrutturati innovativi per applicazioni sensoristiche e
fotovaltaiche, con processi a bassa temperatura su substrati flessibili. Lo sviluppo di sensori e celle
solari efficienti a basso costo & una sfida importante ed i materiali nanostrutturati come i nanofili
semiconduttori rappresentano nuove opportunita per risolvere i problemi di costi ed efficienza dei
dispositivi convenzionali. | vantaggi potenziali sono molteplici: esiste la possibilita di avere grandi
quantita di materiale assorbente (rapporto superficie/volume elevato) a costi di produzione molto
bassi. Nanofili di un gran numero di materiali sono stati ottenuti con svariate tecniche di crescita.
Nonostante il rapido e notevole sviluppo sono ancora molti gli aspetti poco conosciuti in ogni
aspetto della loro fabbricazione e sulle proprietd fisiche da essi mostrati. In particolare, sulla
crescita, due punti rimangono aperti, che sono di particolare rilevanza: la fabbricazione dei nanofili
con catalizzatori alternativi all'oro, elemento che danneggia le prestazioni in ambito elettronico, e la
crescita degli stessi a basse temperature, compatibili con i substrati plastici. In questo ambito si
colloca la mia attuale attivita, ossia crescere e caratterizzare nanofili di silicio ottenuti senza
catalizzatore (selfcatalizzati) e realizzare con gli stessi, prototipi di dispositivi di nuova concezione
come: 1) sensori di gas biomedicali (NO, NHs) su substrato plastico flessibile che utilizzano
transistor a film sottile (TFT) con lo strato attivo di nanofili di silicio che, opportunamente
funzionalizzati, permettono di rivelare sostanze volatili con sensibilitd dell'ordine di qualche ppb
{valori di gran lunga migliori a quelli ottenuti con sensori convenzionali, quaiche ppm); 2) celle
solari di terza generazione. La ricerca & svolta presso listituto per la Microelettronica e
Microsistemi (IMM) del CNR (Roma) in collaborazione con la societd Medical International
Research (MIR) ed & supportata dal progetto NOESIS (fondi della Finanziaria laziale di sviluppo,
FILAS)
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L'obiettivo della mia attivita & stato quello di fabbricare dispositivi elettronici avanzati mediante lo
sviluppo di materiali organici ed inorganici per applicazioni in elettronica di larga area, mediante lo
sviluppo di processi a bassa temperatura (range 200-300°C) compatibili con i substrati plastici
flessibili. Nel corso degli anni @ maturato un crescente interesse per Fuso di substrati flessibili per
la realizzazione di unampia gamma di applicazioni elettroniche, quali display, etichette
elettroniche, identificatori a radiofrequenza (RFID), celle solari, sensori di gas, scanner per
impronte, memorie. Sebbene le prestazioni dei dispositivi elettronici basati su tali substrati siano al
momento inferiori a quelle dei dispositivi basati su silicio cristallino, i vantaggi dei substrati plastici
sono notevali: flessibilita, leggerezza, spessore ridotto, robustezza e basso costo. Esistono diversi
approcci per la realizzazione di dispositivi legati all'elettronica fiessibile: quello pit radicale consiste
nella fabbricazione di dispositivi basati su materiali esclusivamente flessibili e principalmente
organici, al fine di ridurre notevolmente i costi ¢ le tempistiche di realizzazione dei chip. Oggi
tuttavia, per problemi di compatibilitd con gli apparati di produzione gi& in uso e di scarse
prestazioni dei dispositivi organici, si cercano soluzioni basate ancora sulla tecnologia al silicio. In
questo ambito si & collocata ta mia attivita, ossia nello sviluppo di transistor a film sottile (TFT) con
materiali inorganici ed organici con i quali sono stati realizzati dispositivi elettronici avanzati. In
particolare & stato sviluppato un processo di laser annealing per l'ottenimento di un materiale
inorganice come il polisilicio che assicura elevate prestazioni in termini di mobilith dei portatori.
Mentre per la parte organica & stato sviluppato sia un processo di sintesi del pentacene, partendo
da opportuni precursori, che linkjet dello stesso su substrati polimerici. Questi due approcci
fabbricativi hanno prodotto ottimi risultati, dopo una serie di problematiche non indifferenti che sono
state superate nellarce della durata del progetto Plast_IC (coordinato da STMicroelectronics su
fondi MIUR).

Nell'ambito del progetto, sono stati progettati e realizzati con successo dei prototipi di touch keypad
e di Radio Frequency ldentification RFID su substrato polimerico di polyimide, sfruttando il
processo di realizzazione di transitor a film sottle a silicio policristallino, messe a punto
precedentemente. La ricerca & stata svolta presso listituto di Fotonica e Nanotecnologie {IFN) del
CNR (Roma)

L'cbiettivo della mia attivitd & stato quello di progettare, fabbricare e caratterizzare elettricamente
transistor a film sottile (TFT) a canale n e p a silicio amorfo, microcristallino e policristaliino.

Tra i settori emergenti della Information and Communication Technologies rientra la Large Area
Electronics (LAE). || settore della LAE deve il suo sviluppo aila tecnologia dei transistor a film sottile
e attualmente i display a schermo piatto (active matrix liquid crystal displays, AMLCD e active
matrix organic light emitting display, AMOLED) sono l'applicazione di maggiore successo. In
particolare i TFT vengono impiegati sia come interruttori che nel circuito di indirizzamento delle
righe e delle colonne. Durante la mia attivitad ho sviluppato un processo di fabbricazione, per TFT a
canale n e p a polisilicio, a bassa temperatura (<500°C) per la realizzazione di CMOS. Sono stati
realizzati transistor sia in litografia ottica con dimensione del canale di circa 2um che per litografia
elettronica con dimensione del canale di 200nm. In questultimo caso sono stati realizzati
transistor molto performanti in termini di frequenza massima di funzionamento. Il processo di
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fabbricazione dei TFT a canale n in litografia ottica & stato successivamente brevettato.

Mi sono inoltre occupato della caratterizzazione elettrica di TFT con struttura GOLDD (Gate
Overlapped lightly doped drain} realizzati dalla Philips di Redhill. Un’analisi dettagliata dei
dispositivi & stata fatta con I'ausilio di simulazioni numeriche bidimensionali.

Ho inoltre coliaborato alla realizzazione di giunzioni ultrasottili, mediante processi di laser
annealing che consentono di ottenere profondita di giunzione estremamente ridotte (fino a 30 nm)
con elevata attivazione. L'attivita & stata rivolta alle problematiche di integrazione di tale processo
nella realizzazione di power MOS avanzati, in coliaborazione con STMicroelectronics di Catania. ]
lavoro & stato supportato dal progetto FIRB "Sviluppo di Sistemi Miniaturizzati” e dal progetto
“Fundamentals and Applications of Laser Processing for Highly Innovative MOS Technology”
(FLASH). Il progetto ha portato alla realizzazione di dispositivi MOS di potenza le cui giunzioni di
source sono state realizzate mediante impiantazione ionica ed annealing tramite laser ad eccimeri.
Inoltre & stata realizzata e breveftata una nuova architettura power MOS che include fa
realizzazione di specchi alla Bragg per la mascheratura di zone che non si intende esporre alla
radiazicne laser durante l'irraggiamento. La ricerca & stata svolta presso listituto di Fotonica e
Nanotecnologie (IFN) del CNR (Roma)

L'obiettivo della mia attivita & stato quello di caratterizzare le proprieta cttiche di film di Fiuoruro di
Litio (LiF), evaporato termicamente, mediante misure spettrofotometriche di trasmittanza e
riflettanza. Tra i materiali isolanti contenenti difetti puntiformi, il LiF & un materiale sensibile alla
radiazione, e viene utilizzato nella realizzazione di microsistemi ottici, guide d'onda attive e micro
cavita. La ricerca & stata svolta presso il laboratorio di film softili della facoltd di Fisica
delluniversita ROMA TRE in collaborazione con il laboratorio di micro e nanostrutture per la
fotonica dell ENEA C.R. Frascati

Dieci anni di esperienza in tecniche tipiche della micro e nanofabbricazione in camera pulita,
caratterizzazione di materiali innovativi e dispositivi:
Tecniche Litografiche:
Litografia Ottica ed Elettronica, Focused lon Beam, Litografia Laser per fabbricazione
maschere per litografia ottica o per scrittura diretta mediante laser su fotoresist oftici
- Tecniche di etching:
Attacco dei materiali sia umido (Wet etching) che secco (Dry etching) mediante Reactive
lon Etching (RIE), Deep etching ICP-RIE con chimica del fluoro e del cloro
- Tecniche di deposizione:
Sputtering, Evaporazione termica e con cannone elettronico, Plasma Enhanced Chemical
Vapour Deposition (PECVD), Electron Cyclotron Resonance-PECVD (ECR-PECVD)
- Tecniche di microscopia:
Scanning Electron Microscope (SEM), Atomic Force Microscope (AFM)
- Tecniche di laser annealing mediante laser ad eccimeri
- Ottima esperienza nella manutenzione di impianti di:
deposizione (PECVD, ECR-PECVD, Sputtering ed Evaporatori), dry etching (RIE), litografia
ottica, microscopia elettronica, laser ad eccimeri
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- Tecniche di crescita di materiali nanostrutturati come nanofili di silicio
- Tecniche di inkJet printing di materiali organici
- Caratterizzazione ottica dei materiali mediante I'utilizzo di:
Spettrofotometro nellUV-VIS e Spettrometro nellinfrarosso a trasformata di fourier (FTIR)
- Caratterizzazione elettrica di dispositivi elettronici a semiconduttore:
Caratteristiche di trasferimento, di uscita ed analisi della stabilita elettrica di transistor, misure
elettriche effettuate in aria, in vuoto ed in un range di temperatura tra 80-600K
. Analisi delle caratteristiche elettriche di dispositivi elettronici avanzati mediante
simulazioni numeriche bidimensionali

1) Marco Esposito; Vittorianna Tasco, Massimo Cuscuna, Francesco Todisco,
Alessio Benedetti lolena Tarantini Milena, De Giorgi, Daniele Sanvitto and Adriana
Passaseo

“Nanoscale 3D Chiral Plasmonic Helices with Tunable Circular Dichroism at
Visible Frequencies”

Accepted for publication on ACS:Nano

2) Convertlno A, Cuscuria M:; Martelli F., Manera M. G., Rella R.
"Sillca Nanowires Decorated with Metal Nanopartlcles for: Refract:ve Index
Sensors: Three-Dimensional Metal'Arrays and Light Trapping at Plasmonic
Resonances”™

Joumal of Physrcal Chemistry C Vol.118, Issue 1 pp. 685-690 (2014)

, 3)  Impelhzzen G., NapolltanlriE;-,Bonmelll S., Fisicaro G., Cuscuna M., Milazzo
bl R:, La Magna A., Fortunato G., Priolo F., Privitera V.
ks B«doplng inGe by excimer Iaser anneallng

Journal Of Applied Physics Vol. 113, 113505 (2013)

4) Bruno E., Scapellato G., La Magna A., Cuscuna M., Napolitani, E.,
Boninelli S., Priolo F., Fortunato G., Privitera V.

*Anomalous transport of Sb in laser irradiated Ge”

Applied Physics Letters Vol. 101, 172110 (2012)

5) Annalisa Convertino, Massimo Cuscuna, and Faustino Martelli
“Silicon Nanotubes from Silicon Nanowires: Fabrication and Manipulation via
Embedding in Flexible Materials”

Nanotechnology Vol. 23, 305602 (2012)

6) Massimo Cuscuna, Annalisa Convertino, Emiliano Zampetti, Antonella
Macagnano, Alessandro Pecora, Guglielmo Fortunato, Laura Felisari, Giuseppe
Nicotra, Corrado Spinella, and Faustino Martelli

“On-chip fabrication of ultrasensitive NO, sensors based on silicon nanowires”
Applied Physics Letters Vol. 101, 103101 (2012)

7) Annalisa Convertino, Massimo Cuscuna, S. Rubini and Faustino Martelli
“Optical reflectivity from GaAs nanowire arrays: experiment and theory”
Journal Of Applied Physics Vol. 111, 114302 (2012)
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8) Annalisa Convertino, Massimo Cuscuna, Giuseppe Nicotra, Corrado
Spinella, Laura Felisari, Guglielmo Fortunato, Faustino Martelli
“_ow-temperature growth of in-assisted silicon nanowires”

Journal of Crystal Growth Vol. 335, pp. 10-16 (2011)

9) G. Fortunato, M. Cuscuna, L. Maiolo, L. Mariucci, M. Rapisarda, A.
Pecora and A. Valletta

«“Short Channel Effects and Drain Field Relief Architectures in Polysilicon TFTs”
ECS Transactions Vol. 37, pp. 3-14 (2011)

10) E. Zampetti, L. Maiolo, A. Pecora, F. Maita, S. Pantalei, A. Minotti, A.
valletta, M. Cuscuna, A. Macagnano, G. Fortunato and A. Bearzotti

“Flexible sensorial system based on capacitive chemical sensors integrated with
readout circuits fully fabricated on ultra thin substrate”

Sensors and Actuators B Vol. 5, Issue 2 (2011)

11) L. Mariucci, P. Gaucci, A. Valletta, A. Pecora, L. Maiolo, M. Cuscuna and G.
Fortunato

“Edge effects in self-heating related instabilities in p-channel polycrystalline silicon
thin film transistors”

IEEE Electron Device Letters Vol. 32, pp. 1707 — 1709 (2011)

12) A. Alberti, A. La Magna, M. Cuscuna, G. Fortunato, C. Spinella and V.
Privitera

“Nickel-enhanced Silicon crystallization and Silicidation by multi-pulse Excimer
Laser Annealing”

Journal Of Applied Physics 108, 123511 (2010)

13) A. Convertino, M. Cuscuna and F. Martelli
“Optical reflectivity from highly disordered Si nanowire films”
Nanotechnology 21, 355701 (2010) cover page and featured article

14) G. Fortunato, M. Cuscuna, P. Gaucci, L. Maiolo, L. Mariucci, A. Pecora and
A. Valletta

“Downscaling issues in polycrystalline silicon TFTs"

ECS Transactions 33, Issue 5 (2010)

15) A Alberti, A. La Magna, V. Privitera, M. Cuscuna and G. Fortunato
«gimultaneous Nickel silicidation and Silicon crystallization induced by Excimer
Laser Annealing on plastic substrate”

Appl. Phys. Lett. 96, 142113 (2010}

16) M. Cuscuna, A. Convertino, L. Mariucci, G. Fortunato, L. Felisari, G.
Nicotra, C. Spinella, A. Pecora and F. Martelli

“Low-temperature, self-catalyzed growth of Si nanowires”
Nanotechnology 21, 255601 (2010)

17) A. Valletta, P. Gaucci, L. Mariucci, A. Pecora, M. Cuscuna, L.. Maiolo and
G. Fortunato
“Threshold Voltage In Short Channel Polycrystalline Silicon Thin Film Transistors:
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Influence Of Drain Induced Barrier Lowering And Floating Body Effects”
Journal Of Applied Physics 107, 074505 (2010)

18) A. Valietta, P. Gaucci, L. Mariucci, A. Pecora, M. Cuscuna, L. Maiolo, G.
Fortunato and S. D. Brotherton

“Role Of Gate Oxide Thickness In Controlling Short Channel Effects In
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